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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 2月 17日 (2005.2.17)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
実 施 例 １ （ 正 規 の 構 成 ： 図 １ 参 照 ）
　 厚 さ ０ ． ６ ｍ ｍ の ポ リ カ ー ボ ネ ー ト 基 板 上 に 、 マ グ ネ ト ロ ン ス パ ッ タ 装 置 を 用 い て 各 層
を 積 層 す る こ と に よ り 、 光 記 録 媒 体 （ 光 デ ィ ス ク ） を 製 作 し た 。 第 一 誘 電 体 層 は 熱 伝 導 の
低 い 、 Ｚ ｎ Ｓ ・ Ｓ ｉ Ｏ 2  と し た 。 組 成 は Ｚ ｎ Ｓ が ８ ０ ｍ ｏ ｌ ％ 、 Ｓ ｉ Ｏ 2  が ２ ０ ｍ ｏ ｌ ％
で あ る 。 こ の Ｚ ｎ Ｓ ・ Ｓ ｉ Ｏ 2  の 熱 伝 導 率 は ０ ． ０ ４ Ｗ ／ ｍ Ｋ で 、 膜 厚 は ７ ０ ｎ ｍ で あ る
。 次 に 、 記 録 層 （ 相 変 化 記 録 層 ） は Ａ ｇ ２ Ｉ ｎ ５ Ｓ ｂ ７ １ Ｔ ｅ ２ ０ Ｇ ｅ ２ で 、 膜 厚 は ２ ０
ｎ ｍ と し た 。 こ の 組 成 の 記 録 膜 は 結 晶 化 速 度 が 中 程 度 で 、 中 線 速 記 録 に 適 し て い る 。 第 二
誘 電 体 層 は Ｔ ａ Ｏ ｘ ・ Ａ ｌ Ｏ ｘ ・ Ｓ ｉ Ｏ 2  と し た 。 組 成 は Ｔ ａ Ｏ ｘ が ２ ｍ ｏ ｌ ％ 、 Ａ ｌ Ｏ
ｘ が １ ５ ． ５ ｍ ｏ ｌ ％ 、 Ｓ ｉ Ｏ ｘ が ８ ２ ． ５ ｍ ｏ ｌ ％ で 、 膜 厚 は ２ ０ ｎ ｍ と し た 。 Ｚ ｎ Ｓ
・ Ｓ ｉ Ｏ 2  を 第 一 誘 電 体 層 、 Ｔ ａ Ｏ ｘ ・ Ａ ｌ Ｏ ｘ ・ Ｓ ｉ Ｏ 2  を 第 二 誘 電 体 層 と し て 用 い た
光 記 録 媒 体 は 、 こ の 記 録 層 の 組 成 で ４ ． ０ ｍ ／ ｓ の 線 速 に 対 応 で き る 。 一 方 、 反 射 層 （ 反
射 放 熱 層 ） は Ａ ｇ ９ ７ Ｉ ｎ ３ （ 比 率 は 原 子 ％ ） で 、 膜 厚 １ ４ ０ ｎ ｍ と し た 。 こ の Ａ ｇ 合 金
の 熱 伝 導 率 は で あ る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
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　 第 二 誘 電 体 層 は 、 膜 厚 ５ ｎ ｍ の Ｚ ｎ Ｓ ・ Ｓ ｉ Ｏ 2  か ら な る 第 １ 線 速 制 御 層 （ 記 録 層 側 ）
と 、 膜 厚 １ ０ ｎ ｍ の Ｔ ａ Ｎ ｘ ２ ％ ・ Ａ ｌ Ｎ ｘ １ ５ ． ５ ％ ・ Ｓ ｉ Ｎ ｘ ８ ２ ． ５ ％ （ 比 率 は ｍ
ｏ ｌ ％ ） か ら な る 第 ２ 線 速 制 御 層 （ 反 射 層 側 ） と に よ り 形 成 し た 。 反 射 層 （ 反 射 放 熱 層 ）
は Ａ ｇ ９ ７ Ｉ ｎ ３ ａ ｔ ％ で 、 膜 厚 は １ ４ ０ ｎ ｍ で あ る 。 こ の Ａ ｇ 合 金 の 熱 伝 導 率 は

で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ６ 】
比 較 例 １ （ 低 線 速 の 場 合 の 不 具 合 ： 図 １ 参 照 ）
　 厚 さ ０ ． ６ ｍ ｍ の ポ リ カ ー ボ ネ ー ト 基 板 上 に 、 マ グ ネ ト ロ ン ス パ ッ タ 装 置 を 用 い て 各 層
を 積 層 す る こ と に よ り 、 光 記 録 媒 体 （ 光 デ ィ ス ク ） を 製 作 し た （ 図 １ ） 。 第 一 誘 電 体 層 、
第 二 誘 電 体 層 の い ず れ も 熱 伝 導 の 低 い 、 Ｚ ｎ Ｓ ・ Ｓ ｉ Ｏ 2  と し た 。 組 成 は Ｚ ｎ Ｓ が ８ ０ ｍ
ｏ ｌ ％ 、 Ｓ ｉ Ｏ 2  が ２ ０ ｍ ｏ ｌ ％ で あ る 。 こ の Ｚ ｎ Ｓ ・ Ｓ ｉ Ｏ 2  の 熱 伝 導 率 は ０ ． ０ ４ Ｗ
／ ｍ Ｋ で あ る 。 膜 厚 は 、 第 一 誘 電 体 層 が ７ ０ ｎ ｍ 、 第 二 誘 電 体 層 が ２ ０ ｎ ｍ で あ る 。 記 録
層 は Ａ ｇ ２ Ｉ ｎ ５ Ｓ ｂ ７ １ Ｔ ｅ ２ ０ Ｇ ｅ ２ （ 比 率 は 原 子 ％ ） と し た 。 膜 厚 は ２ ０ ｎ ｍ で あ
る 。 こ の 組 成 の 記 録 膜 は 結 晶 化 速 度 が 中 程 度 で 、 中 線 速 記 録 に 適 し て い る 。 Ｚ ｎ Ｓ ・ Ｓ ｉ
Ｏ 2  を 記 録 層 を 挟 む 第 一 及 び 第 二 誘 電 体 層 と し て 用 い た 光 デ ィ ス ク は ８ ． ５ ｍ ／ ｓ の 線 速
に 対 応 で き る 。 一 方 、 反 射 層 は Ａ ｇ ９ ７ Ｉ ｎ ３ （ 比 率 は 原 子 ％ ） で 、 膜 厚 を １ ４ ０ ｎ ｍ と
し た 。 こ の Ａ ｇ 合 金 の 熱 伝 導 率 は で あ る 。
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